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(57) Abstract: In at least one embodiment of the semiconductor luminaire (1), said semiconductor luminaire comprises at least one
carrier Substrate (4) with amounting side (40). A plurality of light-emitting diode chips (2) isfitted on the mounting side (40). The
semiconductor luminaire (1) contains electrical contact devices (3), which are located at least indirectly on the carrier Substrate (4),
and electrical contact ismade with said contact devices via the light-emitting diode chips (2). The carrier Substrate (4) istransmissive
to radiation produced during Operation by the light-emitting diode chips (2).

(57) Zusammenfassung:

In mindestens einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte

(1) umfasst diese mindestens ein

Trégersubstrat (4) mit einer Montageseite (40). Eine Mehrzahl von Leuchtdiodenchips (2) ist an der Montageseite (40) angebracht.
Die Halbleiterleuchte (1) beinhaltet elektrische Kontakteinrichtungen (3), die sich mindestens mittelbar auf dem Trégersubstrat (4)
befinden und Uber die Leuchtdiodenchips (2) elektrisch kontaktiert sind. Das Trégersubstrat (4) ist durchldssig fir eine von den
Leuchtdiodenchips (2) im Betrieb erzeugte Strahlung.
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Beschr ei bung

Hal bl ei ter | euchte

Es wird eine Halbleiterleuchte angegeben.

Ei ne zu | dsende Aufgabe besteht darin, eine Halbleiterleuchte

anzugeben, die eine hohe Lichtauskoppeleffizienz aufweist.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
unfasst diese mndestens ein Tragersubstrat mt einer

Mont ageseite. Das Tréagersubstrat ist dazu eingerichtet, die
Hal bl ei terl euchte nmechanisch zu stitzen. Mt anderen Wrten
kann das Tré&gersubstrat diejenige Konponente der

Hal bl ei terl euchte sein, die dieser eine hinreichende

mechani sche Stabilitéat verleiht und die fur die erforderliche

Steifigkeit der Halbleiterleuchte sorgt.

Gemal zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
unfasst diese eine Mhrzahl von Leuchtdi odenchips. De

Leucht di odenchi ps sind an einer, bevorzugt genau einer

Mont ageseite des Tragersubstrats angebracht. |nsbesondere

sind alle Lichtquellen der Halbleiterleuchte durch

Leucht di odenchips realisiert. Es ist nbglich, dass die

Hal bl eiterl euchte eine einzige Art von Leuchtdi odenchips, die
bei spi el sweise im blauen Spektral bereich emttieren, oder
mehrere verschi edene Arten von Leuchtdi odenchi ps, etwa im

bl auen Spektral bereich, im griunen Spektral bereich und/oder im
roten Spektral bereich emttierende Leuchtdiodenchips,

unf asst .

Gemal zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte

bei nhaltet diese eine oder nehrere elektrische
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Kont akt ei nri cht ungen. Di e Kontakteinrichtung ist dazu

ei ngerichtet, die Leuchtdi odenchips elektrisch zu

kont aktieren. Die Kontakteinrichtung kann elektrische

Lei terbahnen, Kontaktstellen zu einer externen Kontaktierung
der Hal bleiterleuchte, Regelw derstande, Sicherungen,

Schut zei nri chtungen gegen Schaden durch el ektrostatische

Ent | adungen und/ oder Bonddrahte unfassen oder hieraus

best ehen .

Gemall zum ndest einer Ausfihrungsform der Halbleiterleuchte
ist die elektrische Kontakteinrichtung mttel bar oder

unm ttel bar auf dem Tragersubstrat angebracht. Bei spiel sweise
sind unmttel bar auf dem Tragersubstrat elektrische

Lei t erbahnen der Kontakteinrichtung gefornt. Dass sich die
Kont aktei nrichtung mttel bar auf dem Tragersubstrat befindet,
kann bedeuten, dass sich zw schen der Kontakteinrichtung und
dem Tragersubstrat im Wesentlichen nur die Leuchtdi odenchips

und/ oder Befestigungsmttel der Leuchtdi odenchips befinden.

Gemal3 zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
ist das Tragersubstrat durchlassig fur m ndestens einen Teil
der von den Leuchtdi odenchips erzeugten Strahlung. Das

Tragersubstrat kann klarsichtig sein oder auch trub.

In m ndestens einer Ausfihrungsform der Halbleiterleuchte
unfasst diese mndestens ein Tragersubstrat mt einer

Mont ageseite. Mehrere Leuchtdi odenchips sind an der

Mont ageseite des Tragersubstrats angebracht. Die

Hal bl ei terl euchte beinhaltet elektrische

Kont akt ei nri chtungen, die sich m ndestens mttel bar auf dem
Trager substrat befinden und uUber die die Leuchtdi odenchips

el ektrisch kontaktiert sind. Das Tragersubstrat ist
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durchl &ssig fiur eine von den Leuchtdi odenchips erzeugte

Strahl ung .

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
wei st das Tragersubstrat m ndestens eines der nachfol gend
genannten Materialien auf oder besteht aus einem oder
mehreren der nachfol gend genannten Materialien: einem d as,
Saphir, einem Kunststoff w e Polynethylnethacrylat oder

Pol ycar bonat , einem Silikon, einem Silikon-Epoxid-Hybrid-
Material, einem Epoxid. Insbesondere falls das Tragersubstrat
ein Silikon unfasst, so ist das Tréagersubstrat bevorzugt mt
ei ner Faserverstarkung, beispielsweise mt d asfasern,
versehen. |Insbesondere ist das Tragersubstrat aus einem

el ektrisch isolierenden Material gefornt.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
wei st das Tréagersubstrat eine Dicke von mindestens 0,2 nm
oder von nindestens 0,5 mm auf. Alternativ oder zusatzlich

betragt die D cke hochstens 2 mm oder héchstens 1,5 mm

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
unfasst diese einen Reflektor. Der Reflektor unfasst ein

el ektrisch leitfahiges Material oder besteht aus einem

sol chen. Zum Bei spi el wunfasst oder besteht der Reflektor aus
Si | ber oder aus Al um nium oder aus einer Silberlegierung oder
aus einer Al umnium egierung. Es ist nbglich, dass der

Ref |l ektor, neben einer elektrisch |eitfdhigen Schicht, eine
el ektrisch isolierende Schicht aus einem Material mt einem
ni edri gen optischen Brechungsindex wunfasst. Beispielsweise
wei st der Reflektor fiur von der Halbleiterleuchte erzeugte
Strahlung eine Reflektivitat von mndestens 70 % oder von

m ndestens 90 % oder von m ndestens 98 % auf. Der Reflektor

reflektiert bevorzugt spekular, also bevorzugt nicht diffus.
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GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform erstreckt sich der

Ref | ekt or Uber Oberseiten der Leuchtdi odenchips, wobei die
Qoerseiten der Mntageseite abgewandt sind. In Draufsicht auf
die Qperseiten gesehen bedeckt der Reflektor bevorzugt

m ndestens 60 % oder m ndestens 80 % oder m ndestens 90 %
oder mindestens 95 % der oerseiten. Es ist nbglich, dass der
Refl ektor, in Draufsicht gesehen, die Oberseiten vollstandig

Uber deckt

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform ist der Reflektor zu
der Kontakteinrichtung strukturiert. Mt anderen Wrten ist
die Kontakteinrichtung durch den Reflektor gebildet oder der
Refl ektor bildet einen Teil der Kontakteinrichtung. Das

hei Bt, alle oder mndestens ein Teil der Leuchtdi odenchips
sind mttels des Reflektors elektrisch kontaktiert und

el ektrisch verschaltet. Beispielswise ist der Reflektor

fl &chig ausgebildet und durch streifenartig ausgefornte

Unt er brechungen in dem Reflektor sind verschiedene Bereiche
el ektrisch vonei nander getrennt, wobei diese vonei nander

getrennten Bereiche Leiterbahnen bilden kdnnen.

FI &chi g ausgebil det kann bedeuten, dass der Reflektor das
Tragersubstrat zu mindestens 50 % oder 75 % oder 90 % oder

95 % bedeckt, zumindest in einem Teilgebiet, innerhalb dem
die Leuchtdi odenchips nontiert sind. Streifenformg kann
bedeuten, dass eine Breite oder mttlere Breite der

Unt er brechungen und alternativ oder zusatzlich eine mttlere
Breite der Leiterbahnen hochstens 150 % oder 100 % oder 75 %
oder 50 % oder 25 %einer mttleren Kantenl dnge der

Leucht di odenchi ps betragt. Alternativ oder zusatzlich weisen
di e Unterbrechungen und/oder die Leiterbahnen eine Breite von

hochstens 100 pm oder 50 pm oder 25 um auf. Eine Lange der
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Breite der Unterbrechungen

Faktor 10 oder Faktor 25

GemalR zum ndest einer Ausfihrungsform sind die

Leucht di odench

ips jeweils durch

Ref | ektor geformen Leiterbahnen

i st noglich,

kei ne weiteren elektrischen

Leucht di odench

genau zwei der in den

el ektrisch kontaktiert. Es

dass, bis auf die Leiterbahnen des Reflektors,

ips vorliegen.

Kont akti erungen hin zu den

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform ist das Tréagersubstrat

sel bst frei von elektrischen

dann bevor zugt

Lei t er bahnen. Leiterbahnen sind

ausschlieRlich durch den strukturierten

Ref | ekt or gebil det.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform ist die Mntageseite

des Tréagersubstrats eben gefornt

es sich also

Bei der Mntageseite kann

um eine planare, glatte Fl&ache handeln.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte

befi ndet sich an Flanken von zum ndest einem

Leucht di odench
strahl ungsdurc
i nsbhesonder e

naher ungswei se

i p, bevorzugt von
hl &ssi ger  Verguss.
Begr enzungsf | &chen

senkrecht zu der

all en Leuchtdi odenchi ps, ein
Di e Fl anken sind hierbe
der Leuchtdi odenchi ps, di e

Mont ageseite orientiert sind.

Die Flanken sind von dem Verguss bevorzugt =zu mndestens 50

oder zu m ndestens 75 % oder zu

vol | standig bedeckt. Pro Leuchtd

ei gener \Verguss angebracht, der

Leucht di odench
der nicht in

benachbart en

ip ringartig oder
physi schem Kont akt
Leucht di odenchi ps.

m ndestens 90 % oder

odenchip ist bevorzugt ein

den betreffenden

rahnmenartig ungeben kann und
steht zu einem Verguss eines

Es kann al so jedem der

%
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Leucht di odenchi ps einer der Vergusse eineindeutig zugeordnet

sein.

Genmall zum ndest einer Ausfihrungsform sind die Vergusse, in
ei nem Querschnitt senkrecht =zu der Montageseite gesehen,
dreieckartig geform. Eine dritte Seite, die nicht der

Mont ageseite und nicht den Flanken der Leuchtdi odenchips
zugewandt ist, kann hierbei gekrummt sein. Bevorzugt jedoch
ist eine solche Krummung nicht stark ausgepragt. Der Verguss
kann &hnlich einer Hohl kehle entlang der Flanken und der

Mont ageseite gefornt sein.

Genmall zum ndest einer Ausfihrungsform der Halbleiterleuchte
ist der Verguss, der sich rahnenartig um die

Leucht di odenchi ps erstreckt, von dem Reflektor teilweise oder
vol | standi g Uberdeckt. Dadurch, dass der Verguss im
Querschnitt dreieckartig, also mt drei Ecken, geform und
von dem Refl ektor Uberdeckt ist, wird aus den Flanken der
Leucht di odenchi ps austretende Strahlung m ndestens teilweise

in Richtung hin zu dem Tréagersubstrat reflektiert.

Es ist also noglich, dass, im Querschnitt senkrecht zur

Mont ageseite gesehen, die Leuchtdi odenchips zusammen mit dem
Verguss ein Trapez formen, wobei eine lange Seite des
Trapezes durch einen Teil der Mntageseite und eine kurze
Seite des Trapezes durch einen Teil der Oberseite der

Leucht di odenchips gebildet ist. Die nicht zueinander parallel
ver | auf enden, schrédg angeordneten Begrenzungsflachen des
Trapezes, die leicht gekriumt sein kdénnen, weisen dann einen
W nkel zur Montageseite von bevorzugt ungefdahr 45°,

i nsbesondere zw schen einschlieRlich 30° und 60°, auf.
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GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
wei st das Tragersubstrat an der Montageseite Ausnehnmungen
auf. Eine Bodenfl d&che der Ausnehmungen ist hierbei

i nsbesondere der Montageseite zuzurechnen und ist bevorzugt,
in Draufsicht auf die Mntageseite gesehen, frei zuganglich,
wenn nur das Tragersubstrat an sich betrachtet wrd. In

m ndestens einem Teil der Ausnehnungen oder in allen
Ausnehnungen ist einer oder sind nehrere der

Leucht di odenchi ps angeordnet. Bevorzugt befindet sich in

j eder der Ausnehrmungen genau einer der Leuchtdi odenchips. Die

Ausnehnmungen konnen alle forngleich sein, im Rahnen der

Her st el | ungst ol eranzen, oder auch vonei nander verschieden
ausgefornt sein, beispielsweise zur Aufnahne
unterschiedlicher Arten von Leuchtdi odenchips oder Sensoren

fur Tenperatur und/oder Helligkeit.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
erstreckt sich der Reflektor, der mndestens einen Teil der
Kont akt ei nri chtung bildet, teilweise oder vollstandig uber
di e Ausnehnmungen und uber die in den Ausnehnungen
angeordneten Leuchtdi odenchips. D e Leuchtdiodenchips sind
bevorzugt mttels des Reflektors elektrisch kontaktiert und

verschal t et

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform sind die

Leucht di odenchips in den Ausnehrmungen mt einem Kl ebeverguss
befestigt oder fixiert. H erbei ist ein Volunen der

Leucht di odenchi ps zusammen mit einem Vol unen des

Kl ebever gusses bevorzugt kleiner oder gleich einem Vol unen
der Ausnehmungen. Der Kl ebeverguss kann mt oder aus einem
transparenten, klarsichtigen Mterial gefornt sein, zum

Bei spiel einem Silikon.
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GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform erstreckt sich der

Kl ebeverguss dber Kanten an den Oberseiten der

Leucht di odenchips sowie teilweise Uber die Cberseiten der
Leucht di odenchi ps. El ektrische Kontaktbereiche an den
Qoerseiten der Leuchtdi odenchips sind bevorzugt teilweise
oder vollstandige frei von dem Kl ebeverguss. Die elektrische
Kont akt ei nri cht ung, i nsbesondere in Form des Reflektors,
erstreckt sich, in Draufsicht auf die Mntageseite gesehen,

m ndestens stell enweise Uber den Kl ebeverguss hinweg. Durch
ei nen sol chen Klebeverguss ist eine elektrische Isolation der

FIl anken der Leuchtdi odenchips erzielbar.

Gemall zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
ist mindestens ein Teil der Leuchtdi odenchips oder sind alle
Leuchtdi odenchips jeweils mttels zwei Bonddr&hten elektrisch
kontaktiert. Die Bonddrahte konnen an den Cberseiten der
Leucht di odenchi ps angebracht sein. En Teil der Bonddréahte
kann an el ektrischen Leiterbahnen an der Montageseite

kont aktiert sein.

Gemal zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
sind die Leuchtdi odenchips und/oder die Bonddréahte

vol Il standig in einen strahlungsdurchl dssigen Verguss

ei ngebettet, wobei sich der Verguss bevorzugt dber alle
Leucht di odenchi ps und Bonddrahte erstreckt. Bei dem Verguss
handelt es sich bevorzugt um ein strahlungsdurchl assi ges,

kl arsichtiges Material we ein Silikon.

Gemal zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
befindet sich an einer der Mntageseite abgewandten Rickseite
des Vergusses der Reflektor. Der Reflektor ist hierbei
bevorzugt fornschl iUssig auf dem Verguss und/oder auf die

Leucht di odenchi ps aufgebracht und kann den Verguss, in
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Draufsicht auf die Mntageseite gesehen, zu mndestens 80 %

oder zu m ndestens 90 % oder vollstéandig uberdecken.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform ist die Mntageseite
des Tragersubstrats grolflachig mt einer

st rahl ungsdur chl assi gen, el ektrisch leitfé&ahigen Schicht
versehen. 1In die leitfahige Schicht sind Leiterbahnen der
Kont aktei nrichtung strukturiert. Beispielsweise sind
streifenartige, dunne Unterbrechungen in der |eitfé&higen
Schicht ausgefornt, um die Leiterbahnen zu strukturieren. D e
Leucht di odenchips sind an einer dem Tréagersubstrat
abgewandten Seite der elektrisch |leitfahigen Schicht
angebracht und durch die elektrisch |eitf&hige Schicht

el ektrisch kontaktiert. E n Material der leitf&ahigen Schicht
i st beispielsweise ein transparentes, |leitféhiges Oxid, kurz

TCO etwa |ITO

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
unfasst diese mndestens 100 Leuchtdi odenchips oder

m ndestens 200 oder m ndestens 400 oder m ndestens 1000
Leucht di odenchi ps. Di e Leuchtdi odenchips sind in einer

zwei di mensi onal en  Anordnung auf der Montageseite angebracht.
Zwei di mensi onal bedeutet, dass die Leuchtdi odenchips im
Wesentlichen innerhalb einer einzigen Ebene angeordnet sind

und nicht auf einer geraden Linien I|iegen.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform sind die Anordnung der
Leucht di odenchi ps und/oder das Tragersubstrat und/oder das
Tragersubstrat in einem Bereich der Anordnung zu m ndestens
80 % oder 90 % oder 95 % von dem Reflektor Uberdeckt. Bis auf
die schmal en Unterbrechungen zur Strukturierung der

Lei terbahnen kann das Tragersubstrat und/oder die Anordnung

vol I stdndig von dem Refl ektor bedeckt sein.
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GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform betragt ein mttlerer
Abstand zw schen zwei benachbarten Leuchtdi odenchi ps

m ndestens ein 0,5-faches oder mndestens ein 2,5-faches oder
m ndestens ein 5-faches der mttleren Kantenl &nge der

Leucht di odenchi ps

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform weisen die

Leucht di odenchips eine mttlere Kantenld&nge von m ndestens

50 ym oder von mndestens 75 ym oder von mndestens 100 ym
oder von mndestens 150 ym auf. Alternativ oder zuséatzlich

betragt die mttlere Kantenld&nge hochstens 2 nmm oder

hochstens 1,5 nmm oder hochstens 1 mm oder hoéchstens 0,4 mm

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform betragt der mttlere
Abstand zw schen den benachbarten Leuchtdi odenchi ps

m ndestens 0,5 mm oder m ndestens 2 mm oder m ndestens 5 mm
Alternativ oder zuséatzlich betragt der mttlere Abstand

hochstens 25 mm oder hochstens 15 nmm oder hodchstens 8 mm

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
wei st das Tragersubstrat eine Vorderseite auf, die der

Mont ageseite gegenlberliegt. An der Vorderseite st

m ndestens ein Konversionsel ement angebracht. Das

Konver si onsel enent ist dazu eingerichtet, einen Teil oder im
Wesentlichen die gesante von den Leuchtdi odenchips im Betrieb
der Halbleiterleuchte erzeugte Strahlung zu absorbieren und
in eine Strahlung einer anderen, insbesondere grofReren

Wl | enl &nge unrzuwandel n.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform ist das
Konversi onsel enent in einer flachigen, durchgehenden Schicht

an der Vorderseite aufgebracht. Bevorzugt erstreckt sich das
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Konver si onsel ement vol | standi g dber einen zweidi nensional en
Berei ch, (ber den die Leuchtdi odenchips verteilt sind, in
Draufsicht auf die Vorderseite gesehen. Die das

Konver si onsel ement  bil dende Schicht weist bevorzugt keine
Licken auf und ist in einer, im Rahmen der

Her st el | ungst ol eranzen, konstanten Dicke an der Vorderseite

angebr acht

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
wei st diese einen weiteren Trager auf. Der weitere Trager st
bevorzugt Uber der Vorderseite des Tragersubstrats
angeordnet. Zw schen dem Tréagersubstrat und dem weiteren
Trager kann sich das Konversionsel enent befinden. Eine dem
Konver si onsel ement zugewandte Seite des weiteren Tréagers
und/ oder die Vorderseite des Tragersubstrats sind bevorzugt

glatt gefornt.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform unfassen das
Tragersubstrat wund/oder der weitere Trager nehrere

M krol i nsen. Bevorzugt folgt einem Teil oder allen der

Leucht di odenchi ps dann m ndestens eine der M krolinsen,
entlang einer Hauptabstrahlrichtung der Halbleiterleuchte,
nach. Bevorzugt ist jedem der Leuchtdi odenchips genau eine
der MKkrolinsen zugeordnet. Durch die Mkrolinsen ist eine
Abstrahl charakteristik der Halbleiterleuchte einstellbar. Bei
den Mkrolinsen kann es sich um Samellinsen oder
Zerstreulinsen handeln. Die Mkrolinsen konnen als Fresnel -

Li nsen ausgefornt sein.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform befinden sich die
Leucht di odenchi ps zwi schen dem Tragersubstrat und einer
strahl ungsdur chl &ssi gen Abdeckschicht . Bei der Abdeckschi cht

kann es sich um einen Verguss handeln, der Uber den
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Leucht di odenchi ps angebracht ist. Witerhin kann die
Abdeckschi cht durch eine dinne Platte, etwa aus einem d as,
gebil det sein. Es ist nmbglich, dass die Abdeckschicht zu

ei ner mechani schen Stabilisierung der Halbleiterleuchte

bei t r &gt

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform ist die

Hal bl eiterl euchte dazu eingerichtet, die von den

Leucht di odenchi ps erzeugte Strahlung an zwei einander
gegeniuberli egenden Hauptseiten zu emttieren. Die an den
Hauptseiten emittierte Strahlungsleistung kann hierbei
jeweils gleich sein oder auch vonei nander abwei chen.

Bei spi el sweise wird an einer der Hauptseiten ein

Strahl ungsanteil zw schen einschlieBlich 10 %und 40 %
emttiert und an der anderen Hauptseite der verbl eibende

Strahl ungsant ei |

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform der Halbleiterleuchte
unfasst diese mndestens eine Kuhlvorrichtung. De

Kihl vorrichtung befindet sich bevorzugt an einer der

Mont ageseite abgewandten Seite der Leuchtdi odenchips. Bei der
Kihl vorrichtung kann es sich um einen Kuhl kérper handel n.
Ebenso kann die Kihlvorrichtung dazu eingerichtet sein, dass
ei ne kuhl ende Wrkung durch Stromung eines Kuhl medi uns, etwa
Luft oder einer Flussigkeit, zustande komt. Auch kann die
Kihl vorrichtung einen Ventilator oder ein Peltier-E ement

unf assen .

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform ist die Kuhlvorrichtung
nicht unmttel bar an den Leuchtdi odenchips angebracht.
Bevorzugt befindet sich zw schen der Kuihlvorrichtung und den

Leucht di odenchi ps zum ndest der Reflektor.
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GenmalR zum ndest einer Ausfldhrungsform sind die

Hal bl eiterl euchten dazu eingerichtet, I|ateral nebeneinander
angeordnet zu werden. Bei den Halbleiterleuchten kann es sich
um so genannten Lichtkacheln handeln. D e Kontakteinrichtung
kann derart ausgefornt sein, dass aneinander stolRende,

lateral unmittel bar benachbarte Halbleiterleuchten direkt

el ektrisch mteinander kontaktierbar sind.

Bevorzugt sind die Halbleiterleuchten als Fl&achenstrahler
ausgebi | det, die zumi ndest an der Vorderseite honogen oder im
Wesent | i chen honbgen Strahlung enmittieren. In ausgeschaltetem
Zustand kann die Halbleiterleuchte als Spiegel erscheinen. Es
ist nbglich, dass die Halbleiterleuchte ihrem

Er schei nungsbild nach wi e eine organische Leuchtdiode, kurz
OLED, geformt ist, obwohl die Strahlungserzeugung auf

anor gani schen Konponenten basiert.

Nachfol gend w rd eine hier beschriebene Halbleiterleuchte
unter Bezugnahme auf die Zeichnung anhand von

Ausf Uhrungsbei spielen n&her erl&utert. deiche Bezugszeichen
geben dabei gleiche Elenente in den einzelnen Figuren an. Es
sind dabei jedoch keine maf3stablichen Bezuge dargestellt,

vi el mehr koénnen einzelne El emente zum besseren Verstandnis

Ubertrieben groRR dargestellt sein.
Es zei gen:
Figuren 1 bis 3 sowie 5 bis 10 schemat i sche

Schni ttdarstellungen von Ausfihrungsbei spielen von

hi er beschri ebenen Hal bl eiterl euchten, und
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Figur 4 schemati sche Draufsichten auf elektrische
Kont akt ei nrichtungen fir Ausfuhrungsbei spiele von

hi er beschri ebenen Hal bl eiterl euchten.

In Figur 1 ist schematisch ein Ausfihrungsbeispiel ei ner

Hal bl eiterl euchte 1 in einer Schnittdarstellung gezeigt. Die
Hal bl eiterl euchte 1 unfasst ein Tragersubstrat 4 mt einer
Mont ageseite 40. Die Mntageseite 40 ist eben und glatt
gefornt und bevorzugt frei von Ausnehnmungen. Bei spiel sweise
handelt es sich bei dem Tragersubstrat 4 um eine d asplatte.
Eine Dicke des Tréagersubstrats 4 liegt beispielswise bei

ungeféahr 1 mm

An der Montageseite 40 ist eine Vielzahl von

Leucht di odenchi ps 2 angebracht. Die Leuchtdi odenchips 2
konnen auf die Mntageseite 40 aufgeklebt sein. Eine mttlere
Kant enl &nge der Leuchtdi odenchips 2 betragt zum Bei spi el
ungef ahr 200 pm. Ein mttlerer Abstand d zw schen zwei
benachbarten Leuchtdi odenchips 2 kann bei wungefahr 1,5 mm
liegen. Es ist ndglich, dass die Leuchtdi odenchips 2 dazu

ei ngerichtet sind, im Betrieb der Halbleiterleuchte 1 blaues
Licht zu emttieren, beispielswise mt einer dom nanten
Wl | enl ange von ungefdhr 440 nm Ebenso ist es nbglich, dass
zusatzlich oder alternativ zu blau emttierenden

Leucht di odenchips 2 auch orange oder rot emttierende

Leucht di odenchi ps vorhanden sind.

Bei den Leuchtdi odenchips 2 kann es sich um so genannte

Vol unenem tter handeln. Solche Leuchtdi odenchips weisen ein
strahl ungsdur chl assi ges  Tragersubstrat, beispielsweise aus

Saphir, auf, auf dem Hal bl eiterschichtenfol gen der

Leucht di odenchi ps epitaktisch aufgewachsen sind. Bei einem

sol chen Vol umenemitter wrd ein hoher Strahlungsanteil in das
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Auf wachssubstrat eingekoppelt wund trifft auf Genzflache des
Auf wachssubstrats . Bei herkonmm ichen Leuchten befindet sich
an dem Auf wachssubstrat dann eine reflektierende Schicht, die
die Strahlung =zurick in Richtung Halbleiterschichtenfolge
reflektiert. Da zur Auskopplung der Strahlung aus dem

Vol unenemitter bei solchen Leuchten m ndestens eine Reflexion
an einer Genzfldache des Auf wachssubstrats erforderlich ist
und Absorptionsverluste durch den Spiegel und durch die

Hal bl ei t er schi cht enf ol ge auftreten konnen, weisen solche
Leuchten eine vergleichsweise Kkleine Lichtauskoppel effizienz

auf .

Durch die Verwendung eines strahlungsdurchl assigen
Tragersubstrats 4, auf dem die Leuchtdi odenchips 2

i nsbesondere unmttel bar angebracht sind, kann eine
effiziente Strahlungsauskopplung uber das

strahl ungsdurchl assi ge  Auf wachssubstrat oder einen

strahl ungsdurchl assi gen  Trager der Leuchtdi odenchips 2
erfolgen. Weiterhin weist ein Trager oder ein

Auf wachssubstrat der Leuchtdi odenchips 2 in der Regel einen
ni edrigeren optischen Brechungsi ndex auf als eine

Hal bl ei t erschi chtenfol ge der Leuchtdi odenchips 2. Auch

hi erdurch ist eine Strahlungsauskopplung aus einem sol chen
Trager oder Auf wachssubstrat heraus, gegenuber einer

Strahl ungsauskoppl ung aus der Hal bl ei t erschi chtenfol ge,
effizienter realisierbar. A's Leuchtdi odenchips 2 konnen aber
auch so genannte Dinnfilm Chips verwendet werden, bei denen

ei n Auf wachssubstrat entfernt ist.

Die Halbleiterleuchte 1 weist ferner einen Reflektor 5 auf,
der die Mntageseite 40, in Draufsicht gesehen, im
Wesent | i chen vollstandig bedeckt und sich uber dem

Tragersubstrat 4 abgewandte Oberseiten 20 der
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Leucht di odenchips 2 erstreckt. Der Reflektor 5 ist
gleichzeitig als insbesondere einzige elektrische

Kont akt ei nrichtung 3 ausgefornt, dadurch, dass bereichsweise
Unt er brechungen 39 in Form von dunnen, streifenartigen
Strukturen den Reflektor 5 stellenweise zerteilen, so dass
Lei terbahnen 38 ausgebildet sind, vergleiche auch Figur 4.
Die Unterbrechungen 39 sind bevorzugt derart dinn, dass diese
von einem Betrachter mt blollem Auge nicht erkennbar sind.
Der Reflektor 5 kann in Bereichen zw schen den

Leucht di odenchips 2 unmittel bar auf das Tragersubstrat 5

auf gebracht sein.

Der Reflektor 5 weist bevorzugt eine Dicke von m ndestens

1 pym auf und insbesondere von héchstens 2 pm oder von
hochstens 15 um. Der Reflektor 5 kann durch ein einziges,
netal lisches Material w e A umnium oder Kupfer oder Silber
oder Legierungen mt Al um nium und/oder Kupfer und/oder

Si| ber gebildet sein. Ebenso ist es nbglich, dass der

Refl ektor 5 nehrere Schichten aufweist, insbesondere eine

Si| berschicht mt einer Dicke von mndestens 100 nm die den
Leucht di odenchi ps 2 zugewandt ist, sow e eine dickere
Schicht, zum Beispiel aus Kupfer oder einer Kupferlegierung
oder aus Alumi nium oder einer Al um niuml egierung. Al's

Kont akt schi chten kdnnen sich an einer oder an beiden Seiten
des Reflektors 5 dinne Schichten aus Titan, N ckel und/oder
Gold befinden. Unmittel bar zw schen der Montageseite 40 sow e
dem Reflektor 5 kann sich eine dunne Chronschicht oder ZrO
Schicht befinden mt einer Dicke von hochstens 1 nm oder

hochstens 0,5 nm

Optional befindet sich an Flanken der Leuchtdi odenchips 2
jeweils ein strahlungsdurchl &ssiger Verguss 6. Der Verguss 6

ist im Querschnitt dreieckartig gefornt und von dem Refl ektor
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5 Uberdeckt. An den Flanken aus den Leuchtdi odenchips 2
austretende Strahlung wird somt an dem Reflektor 5 in

Richtung hin zu dem Tragersubstrat 4 reflektiert.

Abwei chend von der Darstellung gemal3 Figur 1 ist es ebenso
nmogl i ch, dass der Verguss 6 nicht zu einzel nen, voneinander
getrennten Inseln um die Leuchtdi odenchips 2 herum
strukturiert ist sondern sich als durchgehende Schicht

zwi schen dem Tragersubstrat 4 und dem Reflektor 5 erstreckt
und die Bereiche des Vergusses 6 an den Flanken als Bereiche
groRBerer Dicke ausgebildet sind. Der Reflektor 5 und die

Lei terbahnen 38 sind dann von dem Tréagersubstrat 4, zum ndest
in einem Bereich der Anordnung der Leuchtdiodenchips 2,

beabst andet

An einer dem Tréagersubstrat 4 abgewandten Seite des

Refl ektors 5 ist optional eine Abdeckschicht 46 aufgebracht,
bei spiel sweise mttels G elRen oder Pressen. Die Abdeckschicht
kann ein Silikon oder ein Epoxid oder einen anderen
Kunststoff unfassen und strahlungsundurchl d&ssig sein. Durch
di e Abdeckschicht 46 sind der Reflektor 5 sowie die

Leucht di odenchi ps 2 vor aufleren Einflidssen schitzbar. Anders
als in Figur 1 dargestellt kann es sich bei der Abdeckschicht
46 um ei ne duinne Schicht aus einem Lack oder einem Epoxid mt
einer Dicke von wenigen MKkronetern handeln, die eine Form

des Reflektors 5 nachahnt.

Optional ist an einer Vorderseite des Tragersubstrats 4 ein
Konver si onsel enent 7 angebracht. Das Konversionselenent 7 ist
als gleichmalBige Schicht an dem Tréagersubstrat 4 angebracht.
An einer dem Tréagersubstrat 4 abgewandten Seite des

Konver si onsel enents 7 befindet sich ferner optional ein

weiterer Trager 4b. Das Konversionsel enent 7 kann dadurch
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gefornm sein, dass der weitere Tréger 4b an das
Tragersubstrat 4 gepresst wird, wobei sich zw schen dem
Trager 4b und dem Tré&gersubstrat 4 Abstandshalter befinden

konnen .

Ei ne Dicke des Konversionsel enents 7 betr&gt bevorzugt

zw schen einschlieBlich 25 pmund 1 mm Bei dem

Konversi onsel ement 7 kann es sich um Leuchtstoff parti kel
handeln, die in eine Silikonmatrix eingebettet sind. Ebenso
kann das Konversionselenent 7 durch eine Folie oder durch
eine Klebefolie gebildet sein oder auch ein Keram kpl attchen
mt darin enthaltenem Leuchtstoff sein. Ist ein

Konver si onsel ement 7 vorhanden, so emttiert die

Hal bl eiterl euchte 1 im Betrieb bevorzugt weifRRes Licht.

Bei m Ausf Ghrungsbei spiel gemal3 Figur 2 sind die

Leucht di odenchips 2 in Ausnehnungen 42 des Tré&gersubstrats 4
ei ngebettet. Die Kontakteinrichtung 3 ist durch den Reflektor
5 gebildet und erstreckt sich teilweise uber die Ausnehnungen

42 hinweg, in Draufsicht auf die Mntageseite 40 gesehen.

We in Figur 10 dargestellt, konnen die Leuchtdi odenchips 2
in den Ausnehnmungen 42 mttels eines Klebevergusses 44
befestigt sein. Der Klebeverguss bedeckt Kanten der

Leucht di odenchips 2 sowie deren Oberseite 20 teilweise.

El ektri sche Kontaktfl achen der Leuchtdi odenchips 2 an der
Qoerseite 20 sind von dem Kl ebeverguss 44 nicht bedeckt. D e
Kont akteinrichtung 3 in Form des Reflektors 5 erstreckt sich
auch uber den Kl ebeverguss 44 hinweg auf die Cberseite 20 der
Leucht di odenchi ps 2. Bevorzugt befinden sich die

Leuchtdi odenchips 2 vollstéandig in den Ausnehnmungen 42.
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Zum Beispiel ist eine Tiefe der Ausnehmungen 42 um zw schen
einschlieBlich 10 ymund 50 ym groRBer als eine Dicke der
Leucht di odenchips 2. Die Leuchtdi odenchips 2 kdnnen ungefahr
100 ym dick sein. Somt liegt die Tiefe der Ausnehrmungen
bevor zugt zw schen einschlie8lich 100 ym und 150 ym oder

zwi schen einschlieBlich 50 ymund 250 ym Eine Breite der
Ausnehrmungen 42 ist bevorzugt um zw schen einschliel}lich

10 ymund 50 ym grolRer als eine zugehtrige Kantenlange der

Leucht di odenchi ps 2.

We auch in allen anderen Ausfihrungsbeispielen ist es auch
bei den Ausfuhrungsbei spielen gemall Figur 2 und genmdl Figur
10 noglich, dass ein Konversionsel enent 7 sowie ein weiterer

Trager 4b und/oder eine Abdeckschicht 46 vorhanden sind.

Bei m Ausf uhrungsbei spi el gemall Figur 3 sind auf der

Mont ageseite 40 die Kontakteinrichtung 3 und die

Leucht di odenchi ps 2 angebracht. Die Kontakteinrichtung 3 ist
bevorzugt durch ein transparentes WMaterial gebildet, das in
Form einer |eitfahigen Schicht grof3flé&achig auf der

Mont ageseite 40 aufgebracht ist und das zu Leiterbahnen 38
strukturiert ist, vergleiche auch Figur 4. De

Leucht di odenchips 2 sind beispielswise mttels Kontaktpads
34 auf der elektrisch leitfahigen Schicht angebracht,

bei spi el sweise mnmttels Loéten, Kl eben oder U traschall bonden.
Der Reflektor 5, der ausgestaltet sein kann wie in Figur 1,

ist in Figur 3 nicht dargestellt.

Wrd in Figur 3 ein Reflektor 5 verwendet, so befindet sich
zwi schen der Kontakteinrichtung 3 und dem Reflektor 5
bevorzugt eine dunne Schicht eines elektrisch isolierenden
Materials, insbesondere eine dinne Siliziundi oxidschicht m t

einer Dicke von ungefahr 20 nm
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Ferner ist es optional nbglich, dass die leitf&ahige Schicht,
die die Kontakteinrichtung 3 bildet, teilreflektierend fur
die imBetrieb der Halbleiterleuchte 1 erzeugte Strahlung
ist. H erdurch einstellbar, we gro3 ein Strahlungsanteil

ist, der in eine Richtung weg von dem Tragersubstrat 4 von

der Halbleiterleuchte 1 emttiert wrd.

In den Figuren 4A und 4B ist in einer schematischen
Draufsicht eine nogliche Fornmgebung der Kontaktstruktur 3 bei
den Ausf Uhrungsbei spielen insbesondere genél3 der Figuren 1

und 3 dargestellt.

GemalR Figur 4A sind schnale Leiterbahnen 38 durch

Unt er brechungen 39 von verbl ei benden Teilen der

Kont aktei nri chtung 3 oder des Reflektors 5 separiert. Die
Leucht di odenchi ps 2 befinden sich auf oder unter jeweils zwei
der Leiterbahnen 38. Die Leiterbahnen 38 bedecken einen

FI &chenanteil des Tréagersubstrats 4 von beispiel sweise
hochstens 10 % oder 5 % oder 2 %. Die verblei benden, von den
Lei terbahnen 38 separierten Teile des Reflektors 5 bedecken
das Tréagersubstrat 4 bevorzugt zu mindestens 80 % oder 90 %
oder 95 %, mindestens in einem Bereich, in dem sich die
Anordnung der Leuchtdi odenchips 2 befindet. Die

Unt er brechungen 39 sind im Wsentlichen parallel zu einer

Haupt stronrichtung in den Leiterbahnen 38 orientiert.

GemalR Figur 4B sind die Leiterbahnen 38 grof3flé&chig

ausgeform und jeweils durch die Unterbrechungen 39

vonei nander separiert. Golflachig kann bedeuten, dass die

Lei terbahnen 38 einen Fl achenanteil des Tragersubstrats 4 von
bei spi el swei se m ndestens 80 % oder 90 % oder 95 % bedecken.

Die Unterbrechungen 39 sind quer, beispielswise senkrecht
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oder naherungswei se senkrecht zu der Hauptstronrichtung in
den Leiterbahnen 38 ausgerichtet. Auch hier befinden sich die
Leucht di odenchips 2 jeweils auf zwei der Leiterbahnen 38.

Eine Breite der Unterbrechungen 39 ist bevorzugt kleiner als

eine mttlere Kantenl &nge der Leuchtdi odenchips 2.

Bei m Ausf Ghr ungsbei spi el gemal? Figur 5 sind an der

Mont ageseite 40 mindestens zwei der Leiterbahnen 38
angebracht. Die Leuchtdi odenchips 2 sind jeweils Uber zwei
Bonddrahte 35 an den Cberseiten 20 elektrisch kontaktiert.
Abwei chend hiervon kodnnen die Leuchtdi odenchips 2 uber
jeweils eine Leiterbahn an dem Tragersubstrat 4 und mt nur

ei nem Bonddraht 35 an der Oberseite 20 kontaktiert sein.

Anders als in Figur 5 dargestellt ist es, wie auch in allen
ander en Ausf Uhrungsbei spi el en, noglich, dass die

Leucht di odenchips 2 zu elektrisch einzeln ansteuerbaren

G uppen zusammengef asst sind, wobei jede G uppe bevorzugt

m ndestens zwei oder mi ndestens zehn oder m ndestens 25 der
Leucht di odenchips 2 unfasst. Hi erdurch ist es noglich, dass
mt der Halbleiterleuchte 1 Synbole oder Piktogranmme

zei t abhéangig dargestellt werden koénnen. Bevorzugt jedoch sind
all e Leuchtdi odenchips 2 elektrisch geneinsam kontaktiert, so
dass genau zwei externe elektrische Anschllisse zur Bestromnmung
der Halbleiterleuchte 1 vorgesehen sind. Die externen

el ektrischen Anschlisse sind in den Figuren jeweils nicht

gezei chnet

Di e Leuchtdi odenchips 2 sowi e die Bonddradhte 35 befinden sich
gemal3 Figur 5 vollstadndig in einem strahl ungsdurchl &ssi gen

Verguss 6. Eine dem Tragersubstrat 4 abgewandte Rickseite 60
des Vergusses 6 ist bevorzugt naherungsweise eben ausgefornt.

An der Rickseite 60 ist der Reflektor 5 formschl lssig
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auf gebracht. Beispielsweise ist der Reflektor 5 dann durch

ei ne ungefdhr 100 nm bis ungefdhr 200 nm dicke Silberschicht

oder Al um ni unschi

cht gebildet. An einer dem Verguss 6

abgewandten Seite des Reflektors 5 befindet sich optional die

Abdeckschi cht 46,

sei n kann.

die durch eine dinne Lackschicht gebil det

Optional, we auch in allen anderen Ausfihrungsbei spielen

nogl i ch, befindet

sich an einer den Leuchtdi odenchips 2

abgewandten Seite des Reflektors 5 eine Kiuhlvorrichtung 9.

GemalR Figur 5 ist

die Kuhlvorrichtung 9 durch einen

Kiahl korper gebildet. GemdR den Figuren 6 und 7 ist die

Kihl vorrichtung 9 der Halbleiterleuchte 1 dadurch realisiert,

dass ein Zw schenraum geschaffen ist, in dem ein Strom G

ei nes Kuhl nmedi uns

stattfi nden kann. Bei dem Kiuhl nedium kann

es sich um Luft handel n.

Weiterhin sind gemall den Figuren 6 und 7 die

Leucht di odenchi ps

2 elektrisch kontaktiert, we in Verbindung

mt Figur 3 beschrieben. D e Halbleiterleuchte 1 unfasst

ferner einen strahlungsdurchl &ssigen Verguss 6, wie in

Verbindung mt Figur 1 erlautert.

Die Halbleiterleuchte 1 gemdR Figur 7 weist ein

Tr ager substrat 4

auf, das Mkrolinsen 8 beinhaltet. Bei den

M krolinsen 8 kann es sich um Samellinsen handeln. Jedem der

Leucht di odenchi ps

2 ist eine der MKkrolinsen 8 nachgeordnet.

GenmalR Figur 8 befindet sich uUber den Ooerseiten 20 der

Leucht di odenchi ps
Kihl kor pers.  Der
Leucht di odenchi ps

Bevor zugt jedoch

2 die Kuhlvorrichtung 9 in Form eines
Kihl koérper 9 kann fidr eine von den
2 erzeugte Strahlung reflektierend sein.

befi ndet sich zw schen dem Kuhl kérper 9 und
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den Leuchtdi odenchips 2 der Reflektor 5, in Figur 8 nicht

gezei chnet

Das Ausf uhrungsbei spi el der Halbleiterleuchte 1 gemal3 Figur
ist dazu eingerichtet, Strahlung entlang zweier

Haupt abstrahl ri chtungen H zu emttieren, wobei die

Haupt abstrahl ri chtungen H jeweils senkrecht =zu der

Mont ageseite 40 orientiert sind und vonei nander weg weisen.
Di e Kontakteinrichtung 3 ist beispielswise genmall Figur 3
gefornt. Die Halbleiterleuchte 1 ist frei von einem

Refl ektor. Zum Schutz der Leuchtdi odenchips 2 sind diese
bevorzugt von der Abdeckschicht 46 ungeben. Abweichend von
der Darstellung gemal Figur 9 ist es auch ndglich, dass die
Leucht di odenchips 2 in Ausnehnmungen in dem Tré&gersubstrat 4

angebracht sind, vergleiche Figur 2.

We auch in allen anderen Ausfihrungsbeispielen ist es
noglich, dass das Tragersubstrat 4 klarsichtig ist oder auch
streuend fur im Betrieb der Halbleiterleuchte 1 erzeugte
Strahlung w rkt. Beispielswise sind dann dem Tragersubstrat
4 und/ oder dem Verguss 6 und/oder der Abdeckschicht 46
Streupartikel, Dbeispielswise aus Titandioxid, beigegeben.
Ebenso ist es nbglich, dass eine der Mntageseite 40
abgewandte Vorderseite des Tragersubstrats 4 und/oder die
Mont ageseite und/ oder eine dem Tréagersubstrat 4 abgewandte
Seite der Abdeckschicht 46 und/oder des weiteren Tragers 4b
ei ne Aufrauung zur Streuung und zur Verbesserung einer

Li cht auskoppel effi zienz ausgefornt ist. Alternativ oder
zusatzlich ist es nbglich, dass dem Tragersubstrat 4 und/oder
der Abdeckschicht 46 und/oder dem weiteren Trager 4b das
Konversi onsel enent 7 oder optische Filtermittel beigegeben

sind.
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De Halbleiterleuchte weist, we auch in allen anderen

Ausf Gthr ungsbei spi el en, bevorzugt mi ndestens 100 oder

m ndestens 400 der Leuchtdi odenchips 2 auf. Laterale
Abmessungen eines Bereichs, in dem die Leuchtdi odenchips 2
zwei di mensional verteilt sind, betragen bevorzugt m ndestens
3 x 3 cm* oder mndestens 10 x 10 cnt*. Die Halbleiterleuchte
1 kann als Flachenstrahler wund/oder als so genannte

Li cht kachel ei ngesetzt werden.

Ei ne Abstrahl charakteristik kann uUber das gesante
Tragersubstrat 4 hinweg weitestgehend honogen sein, so dass
die einzelnen Leuchtdi odenchips 2 von einem Betrachter nicht
als Punktlichtquellen einzeln wahrgenonmen werden.

I nsbesondere weisen die Leuchtdi odenchips 2 eine G 0Re auf,
bei spi el sweise mt Kantenlangen von kleiner 200 pm, so dass
di e Leuchtdi odenchips 2 vom nenschlichen Auge ohne
Hilfsmttel hinsichtlich ihrer geonetrischen G 6Re nicht

aufl dsbar sind. Alternativ ist es noglich, dass die

Leucht di odenchips 2 einem Betrachter als einzelne
Punktlichtquellen erscheinen, die rasterartig angeordnet sein

konnen .

Die hier beschriebene Erfindung ist nicht durch die

Beschrei bung anhand der Ausfudhrungsbei spiele beschrankt.

Vi el mehr wunfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sow e jede
Konbi nati on von Merkmal en, was insbesondere |ede Konbination
von Merkmalen in den Patentansprichen beinhaltet, auch wenn
di eses Merkmal oder diese Konbination selbst nicht explizit
in den Patentansprichen oder Ausfihrungsbeispielen angegeben

i st.
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Pat ent anspr uche

1. Halbleiterleuchte (1) mt
- m ndestens einem Tragersubstrat (4 mt einer
Mont ageseite  (40),
- einer Mehrzahl von Leuchtdi odenchi ps (2), die an der
Mont ageseite (40) des Tréagersubstrats (4) angebracht
si nd,
- einer elektrischen Kontakteinrichtung (3 , die sich
m ndestens mttel bar auf dem Tragersubstrat (4)
befi ndet und Uber die die Leuchtdi odenchips (2)
el ektrisch kontaktiert sind,
wobei das Tréagersubstrat (4) durchlé&ssig fur eine von

den Leuchtdi odenchips (2) erzeugte Strahlung ist.

2. Halbleiterleuchte (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
die ferner einen elektrisch leitféahigen Reflektor (5)
unf asst ,
wobei sich der Reflektor (5 Uber der Montageseite (40)
abgewandte Cberseiten (20) der Leuchtdi odenchips (2
erstreckt und die Cberseiten (20) zu nindestens 60 %
bedeckt, und
wobei der Reflektor (59 zu der Kontakteinrichtung (4)
strukturiert ist und die Leuchtdi odenchips (2) mttels
des Reflektors (5 elektrisch kontaktiert und

verschal tet sind.

3. Halbleiterleuchte (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem die Mntageseite (40) in einem Montagebereich,
in dem di e Leuchtdi odenchips (20 angebracht sind, eben
geform ist,
wobei sich an Flanken (25) der Leuchtdi odenchips (2)

ei n strahlungsdurchl assiger Verguss (6) befindet, der
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im Querschnitt dreieckartig gefornt ist,

wobei der Reflektor (5) sich formschl issig Uber den
Verguss (6) erstreckt, so dass an den Flanken (25) aus
den Leuchtdi odenchips (2 austretende Strahlung

m ndestens zum Teil in Richtung hin zu dem

Tr dger substr at (4 reflektiert wrd,

wobei der Reflektor (5 flachig auf dem Tragersubstrat
(4) ausgebildet ist und durch schmale, streifenformge
Unt er brechungen  (39) in vonei nander elektrisch
getrennte Bereiche separiert ist,

wobei wenigstens einige oder alle dieser Bereiche

Lei t erbahnen (38) zur elektrischen Kontaktierung der
Leucht di odenchi ps (2) ausbilden, und

wobei die Leuchtdiodenchips (2) jeweils ausschlielllich
Uber genau zwei dieser Leiterbahnen (38) elektrisch

kont aktiert sind.

Hal bl ei terl euchte (1) nach einem der vorhergehenden
Anspr iche,

bei dem das Tré&agersubstrat (4 an der Mntageseite (40)
Ausnehmungen  (42) aufwei st,

wobei in jeder der Ausnehrmungen (42) einer oder nehrere
der Leuchtdi odenchips (20 angeordnet sind, und

wobei sich der als Kontakteinrichtung (3) ausgefornte
Reflektor (5 mndestens teilsweise Uuber die
Ausnehmungen (42) erstreckt wund die Leuchtdi odenchi ps
(2) mttels des Reflektors (5 elektrisch kontaktiert

und verschaltet sind.

Hal bl ei terl euchte (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem die Leuchtdi odenchips (20 in den Ausnehnungen
(42) mt einem Klebeverguss (44) befestigt sind, wobei

sich der Klebeverguss (44) Uber Kanten an den



WO 2013/083528 - 27 — PCT/EP2012/074273

berseiten (200 und teilweise Uber die Cberseiten (20)
der Leucht di odenchi ps (2) erstreckt und die
Kont akt ei nri cht ung (3) mndestens stellenweise auf dem

Kl ebeverguss (44) angebracht ist.

6. Halbleiterleuchte (1) nach einem der vorhergehenden
Anspr iiche,
bei dem mi ndestens ein Teil der Leuchtdiodenchips (2)
je mttels zwei Bonddrahten (35) an den Cherseiten (20)
el ektrisch kontaktiert ist,
wobei di ese Leucht di odenchi ps (2) und di e Bonddrahte
(35) vollstandig in einen strahlungsdurchl &ssigen
Verguss (6), der sich Uber die Mntageseite (40)

erstreckt, eingebettet sind.

7. Halbleiterleuchte (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem auf einer dem Tréagersubstrat (4) abgewandten
Rickseite (60) des Vergusses (6) der Reflektor (5)

formschl issig aufgebracht ist.

8. Halbleiterleuchte (1) nach einem der vorhergehenden
Anspr iiche,
bei dem die Mntageseite (40) des Tragersubstrats (4
grol3fl a&chig mt einer strahlungsdurchl assigen,
el ektrisch |leitfahigen Schicht (38) versehen ist, wobei
in die leitféahige Schicht (38) Leiterbahnen der
Kont akt ei nri cht ung (3) strukturiert sind und die
Leucht di odenchips (20 auf der leitfahigen Schicht (38)

angebracht sind.

9. Halbleiterleuchte (1) nach einem der vorhergehenden
Anspr iche,
die mndestens 100 der Leuchtdi odenchi ps (2) unfasst,

wobei die Leuchtdi odenchi ps (2) in einer
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10.

11.

12.

zwei di mensi onal en Anordnung auf der Montageseite (40)
angebracht sind und ein mttlerer Abstand (d) zw schen
benachbarten Leuchtdi odenchips (2 mndestens ein 2,5-
Faches einer mttleren Kantenl ange der

Leucht di odenchips (2) betragt und die mttlere

Kant enl &nge zwi schen einschliellslich 50 ymund 1,5 nm

liegt .

Hal bl eiterl euchte (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem der mittlere Abstand (d) zw schen

einschlieBlich 0,5 mmund 15 mm |iegt.

Hal bl eiterl euchte (1) nach einem der vorhergehenden
Anspr Gche,

bei dem sich an einer Vorderseite des Tréagersubstrats
(4), wobei die Vorderseite der Montageseite (40)
gegenuber liegt, ein Konversionsel enent (7) befindet,
das sich durchgehend und flachig und mt einer
konstanten Dicke uber einen Bereich erstreckt, in dem
di e Leuchtdi odenchips (2) verteilt sind, in Draufsicht
auf die Vorderseite gesehen,

wobei sich das Konversi onsel enent (7) zwi schen dem
Tragersubstrat (4 und einem weiteren Trager (4b)

befi ndet

Hal bl eiterl euchte (1) nach einem der vorhergehenden

Anspr Gche,

bei dem das Tragersubstrat (4 und/oder der weitere

Tréger (4a) MKkrolinsen (8 unfasst,

wobei jedem der Leuchtdi odenchips (2) genau eine der
M krolinsen (8 des Tragersubstrats (4) und/oder des

weiteren Tragers (4a) zugeordnet ist.
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13.

14.

Hal bl ei terl euchte (1) nach einem der vorhergehenden
Anspr iiche,

bei dem sich die Leuchtdi odenchi ps (2) zw schen dem
Tragersubstrat (4 und einer strahlungsdurchl &ssigen
Abdeckschi cht (46) befinden,

wobei die Halbleiterleuchte (1) dazu eingerichtet ist,
die von den Leuchtdiodenchips (2) erzeugte Strahlung an
zwei einander gegenlber |iegenden Hauptseiten zu

emttieren .

Hal bl ei terl euchte (1) nach einem der vorhergehenden
Anspr iiche,

die mndestens eine Kuhlvorrichtung (9 unfasst, die
sich an einer der Mntageseite (40) abgewandten Seite
der Leucht di odenchi ps (2) befindet, wobei zw schen der
Kihl vorrichtung (9 wund den Leuchtdi odenchi ps (2) der

Refl ektor (5 angeordnet ist.
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